KT312

| Typ tranzystora: tranzystor krzemowy -0 —»te— 4
Firma: ZSRR

Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny n-p-n
malej mocy w.cz., w hermetycznej obudowie
metalowej
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Zastosowanie: odbiorniki radiowe i telewizyjne
{ Typy podobne: BFP521 (Cemi), BSY72--75,
2N702/703, 2N5217 Rys. 1-1327. KT312

WartoSci charakterystyczne®

KT312A KT312B KT312B ‘
Icpo 10 10 wA | przy Us =15V
| Icpo ‘ 10 A | przy Us = 30 V
Izpo i0 10 10 wA | przy U =4V
Ucpo | 15 30 15 v
Ucksat 1 0,8 0,8 0,8 V | przy I = 20 mA, Iz =2 mA
| Usgsai | 11 1,1 1,1 V | przy Ic = 20 mA, Iy =2 mA
C, 1 5 5 5 pF | przy Us =10 V, f=10 MHz
C, ‘ 20 20 20 pF | przy Ug=1 V, f=10 MHz
| ry Ce | 500 500 500 ps przy Uc =10 V, [z =5 mA,
‘ f=5 MHz
| fr 80 120 120 MHz | przy U =10 V, Ip =35 mA
hyig 10100 25100 50280 przy Uc =2V, Iz =2 mA
Warto$ci graniczne )
SN— , e b KT312A-K 7..1?/25
I max 30 30 30 mA [eA] 1y=F(Ugp) |
| UcBo max 15 30 15 v I
UcgR max 2 15 30 15 v 08
UEBO max 4 4 4 v =0 lﬂ/
Pyt max > | 225 225 225 mW ‘
Piriotmand) 450 450 450 mwW
R 5=a viiax. ) 04 04 04 °C/mW 06
Zj max 115 115 115 } °¢
tﬂmb —'40+ +85 ‘ oC e
a4 —
D tamp = 20°C (+5°) -
2 RBe< 10 Q
3 tamp < 60°C
4 tamb < 60°C, tp < 1 us 02 —
5 tamb = 60+-85°C
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Rys. 1-1328. Charakterystyki wejsciowe
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Rys. 1-1329. Charakterystyki wyjsciowe Rys. 1-1330. Charakterystyki wyjsciowe
50 : 1600
| K73128 e | N 73/2/] =K7372
| — f—/;‘:f([/d:’/ (2] |- brre=r(tams) —

i mwo———oA —— L ,/

1200 /| -

I wool—— 7|

B=005mA o 8001~
1 |
| x

R PR I A
0 ) | 600
0 & Vil 5 20 Upe[V] 25 20 0 60 80 100 Lamp [2G]120
Rys. 1-1331. Charakterystyki wyjSciowe Rys. 1-1332. Zaleznos$¢ impedancji wejsciowej

od temperatury otoczenia
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Rys. 1-1333. Zalezno$¢ wspblczynnika sprze- Rys. 1-1334. Zalezno$¢ admitancji wyjsciowej
Zenia zwrotnego od temperatury otoczenia od temperatury otoczenia
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Rys. 1-1335. Zalezno$¢ wspo6tczynnika wzmoc- Rys. 1-1336. Zalezno$¢ pojemnosci kolektora

nienia pradowego od temperatury otoczenia od napigcia kolektora
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Rys. 1-1337. Zalezno$¢ wspotczynnika wzmoc-
nienia pradowego od pradu emitera
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Rys. 1-1339. Zalezno$¢ statycznego wspol-
czynnika wzmocnienia pradowego od pradu
emitera
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Rys. 1-1338. Zaleznos$¢ napiecia przebicia ko-
lektora od rezystancji bazy
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Rys. 1-1340. Zalezno$¢ praddéw zerowych
tranzystora od temperatury otoczenia



